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(57) Abstract: The invention relates to an arrangement (1) which comprises at least one semiconductor module (2) and at least one
electrical busbar (3). The semiconductor module comprises at least one substrate (6) and at least one semiconductor component (21,
22) arranged on said substrate and having at least one electrical contact (24) and at least one additional electrical contact (27). The
busbar comprises at least one supply busbar (31) for providing a supply voltage for the contact of the semiconductor component.
An electrical insulation film (7) is provided on the semiconductor component and/or on the supply busbar for electrically insulating
the supply busbar from the additional contact of the semiconductor component. The contacts of the semiconductor component are
contacted in a planar manner, the insulation film being used for the planar contact. The use of the insulation film eliminates the
need for casting the semiconductor module with silicone, thereby obtaining a simple and compact design of the structure. The
inventive arrangement is especially used for supplying power semiconductor components of power semiconductor modules. The
power semiconductor modules are especially used in power converters.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung (1) mit mindestens einem Halbleitermodul (2) und mindestens
einer elektrischen Verschienung (3), wobei das Halbleitermodul mindestens ein Substrat (6) und mindestens ein auf dem Substrat
angeordnetes Halbleiterbauelement (21, 22) mit einem elektrischen Kontakt (24) und mindestens einem
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weiteren elektrischen Kontakt (27) aufweist, die Verschienung mindestens eine Versorgungsstromschiene (31) zum Bereit-
stellen einer Versorgungsspannung fiir den Kontakt des Halbleiterbauelements aufweist, und zur elektrischen Isolierung der
Versorgungsstromschiene und des weiteren Kontakts des Halbleiterbauelements voneinander eine elektrische Isolationsfolie (7) auf
dem Halbleiterbauelement und/oder auf der Versorgungsstromschiene angeordnet ist. Die Kontakte des Halbleiterbauelements
sind planar kontaktiert, wobei zur planaren Kontaktierung die Isolationsfolie verwendet wird. Aufgrund der Isolationsfolie ist
ein Verguss des Halbleitermoduls mit Silikon nicht notwendig. Es resultiert ein einfacher und kompakter Aufbau. Anwendung
findet die Erfindung insbesondere zur Versorgung von Leistungshalbleiterbauelementen von Leistungshalbleitermodulen. Die
Leistungshalbleitermodule werden insbesondere in Stromrichtern eingesetzt.
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Beschreibung

Anordnung eines Halbleitermoduls und einer elektrischen

Verschienung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung eines Halbleitermoduls

und einer elektrischen Verschienung (Stromverschienung).

Das Halbleitermodul ist beispielsweise ein Halbleitermodul,
bei dem mehrere Halbleiterbauelemente auf einem Substrat
(Schaltungstrager, Trdgerkdrper) aufgebracht und in
entsprechender Weise elektrisch verschaltet sind. Fir eine
interne Verbindung der Kontakte der Halbleiterbauelemente im
Halbleitermodul werden Bonddrahte verwendet. Zur elektrischen
Isolierung sind die Bonddrahte und die Halbleiterbauelemente
in eine Vergussmasse eingegossen. Die Vergussmasse ist
beispielsweise Silikon. Das vergossene Halbleitermodul ist in
einem Gehduse angeordnet. Das Gehduse dient dem Schutz des
Halbleitermoduls und fungiert gleichzeitig als Tréager
elektrischer (Last-)Anschliisse. Die elektrischen Anschliisse
sind nach auBen hin mit der elektrischen Verschienung
elektrisch leitend verbunden. Die elektrische Verschienung
weist eine Versorgungsstromschiene auf, liber die eine
Versorgungsspannung fiir einen der Kontakte des

Halbleiterbauelements bereitgestellt wird.

Eine Alternative zur internen Verbindung der Kontakte mittels
Bonddrahten ist aus der WO 03/030247 A2 bekannt. Dabei wird
eine Kontaktflache eines elektrischen Kontakts eines auf
einem Substrat angeordneten Halbleiterbauelements grofiflachig
und planar kontaktiert. Zur Kontaktierung wird eine
Isolationsfolie auf das Halbleiterbauelement auflaminiert.
Durch Erzeugen von Fenstern in der Isolationsfolie wird die
Kontaktfldche des Halbleiterbauelements freigelegt und
nachfolgend durch Metallabscheidung auf der Kontaktfldche und

auf Bereichen der Isolationsfolie elektrisch kontaktiert.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine einfache und
kompakte Anordnung aus Halbleitermodul und elektrischer

Verschienung des Halbleitermoduls anzugeben.

Zur Losung der Aufgabe wird eine Anordnung mindestens eines
Halbleitermoduls und mindestens einer elektrischen
Verschienung angegeben, wobei das Halbleitermodul mindestens
ein Substrat und mindestens ein auf dem Substrat angeordnetes
Halbleiterbauelements mit einem elektrischen Kontakt und
mindestens einem weiteren elektrischen Kontakt aufweist,

die Verschienung mindestens eine Versorgungsstromschiene zum
Bereitstellen einer Versorgungsspannung fiir den Kontakt des
Halbleiterbauelements aufweist, und zur elektrischen
Isolierung der Versorgungsstromschiene und des weiteren
Kontakts des Halbleiterbauelements voneinander eine
elektrische Isolationsfolie auf dem Halbleiterbauelement

und/oder auf der Versorgungsstromschiene angeordnet ist.

Besonders vorteilhaft ist die Anordnung fir
Leistungshalbleitermodule. Daher sind gemd&B einer besonderen
Ausgestaltung das Halbleitermodul ein
Leistungshalbleitermodul und das Halbleiterbauelement ein aus
der Gruppe IGBT, Diode, MOSFET, Tyristor und/oder

Bipolartransistor ausgewahltes Leistungshalbleiterbauelement.

Durch die Isolationsfolie kann auf zusdtzliche
IsolationsmaBnahmen, beispielsweise der Verguss mit Silikon,
verzichtet werden. Die Versorgungsstromschiene ist nur mit
dem zu kontaktierenden elektrischen Kontakt elektrisch
leitend verbunden. Dariiber hinaus kann auf das Gehause
verzichtet werden. Das Halbleiterbauelement bzw. das
Halbleitermodul mit mehreren Halbleiterbauelementen wird
ungehdust mit der elektrischen Verschienung verbunden. Es
resultiert eine im Vergleich zum Stand der Technik einfachere

und kompaktere Anordnung.
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Das Halbleiterbauelement ist vorzugsweise derart auf dem
Substrat angeordnet, dass eine elektrische Kontaktfldche des
Kontakts dem Substrat abgewandt ist. Uber eine weitere
Kontaktflache des weiteren Kontakts ist das
Halbleiterbauelement dem Substrat zugewandt. Beispielsweise
ist das Halbleiterbauelement Uber die weitere Kontaktflache

auf das Substrat aufgeldtet oder aufgeklebt.

In einer besonderen Ausgestaltung ist das
Halbleiterbauelement auf einem Substrat angeordnet und die
Isolationsfolie derart auf dem Halbleiterbauelement und dem
Substrat aufgebracht, dass eine Oberflachenkontur des
Halbleiterbauelement und/oder eine Oberflachenkontur des
Substrats in einer Oberflachenkontur der Isolationsfolie
abgebildet sind, die dem Halbleiterbauelement und/oder dem
Substrat abgekehrt ist. Die Isolationsfolie kann dabei
aufgeklebt sein. Vorzugsweise ist die Isolationsfolie auf das
Halbleiterbauelement und auf das Substrat auflaminiert. Das
Auflaminieren erfolgt vorzugsweise ohne Klebstoff. Die
Isolationsfolie wird nicht aufgeklebt. Im Ubrigen ist es auch
méglich, eine Isolationsfolie zusdtzlich oder alleine auf die
Versorgungsstromschiene der elektrischen Verschienung

aufzulaminieren oder aufzukleben.

Die elektrische Kontaktierung der Kontakte des
Halbleiterbauelements des Halbleitermoduls erfolgt bevorzugt
planar, also nicht iiber Bonddrdhte. Dadurch kann die
Isolationswirkung der Isolationsfolie voll ausgenutzt werden.
Eine grofflachige Kontaktierung ist mdéglich. Durch die
planare Kontaktierung sind die Halbleiterbauelemente
niederinduktiv kontaktiert. Mit der planaren Kontaktierung
ist auch ein im Vergleich zu einer Kontaktierung mit

Bonddréhten robusterer Aufbau zugdnglich.

Im Folgenden wird die Erzeugung eines Halbleitermoduls mit
elektrischer Isolationsfolie und planarer Kontaktierung der

Kontakte der Halbleiterbauelemente des Halbleitermoduls né&her
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beschreiben: Es sollen mehrere Halbleiterbauelemente auf
einem Substrat zu einem Halbleitermodul zusammengefasst
werden. Zum Herstellen des Halbleitermoduls wird
beispielsweise ein DCB{(Direct Copper Bonding)-Substrat
bereitgestellt, auf dem die fiir das Halbleitermodul
bendtigten Halbleiterbauelemente mit Hilfe eines elektrisch
leitenden Verbindungsmittels aufgebracht und in
entsprechender Weise iUber elektrische Leiterbahnen elektrisch
verschaltet werden. Das DCB-Substrat weist eine Tragerschicht
aus Aluminiumoxid (Al;03) oder Aluminiumnitrid (A1N) auf.
Beidseitig sind elektrisch leitende Kupferschichten
aufgebracht, die zu Leiterbahnen ausgestaltet sind. Das
elektrisch leitfdhige Verbindungsmittel ist beispielsweise
ein Lot oder ein elektrisch leitfdhiger Klebstoff. Die
Halbleiterbauelemente werden aufgeldtet oder aufgeklebt. Die
Anwendung einer Niedertemperaturverbindungstechnik (NTV) ist
ebenfalls denkbar. Mit den beschriebenen Verfahren werden die
Halbleiterbauelemente nicht nur elektrisch kontaktiert, sie
werden auch auf dem Substrat mechanisch fixiert. Denkbar ist
auch, dass mit dem elektrisch leitf&higen Verbindungsmittel
lediglich ein elektrischer Kontakt hergestellt wird. Es
erfolgt keine mechanische Fixierung der
Halbleiterbauelemente. Dies gelingt beispielsweise mit einer

elektrisch leitfdhigen Paste (Leitpaste).

Auf die auf das Substrat aufgebrachten Halbleiterbauelemente
wird eine Isolationsfolie, beispielsweise eine
Kunststofffolie mit Polyimid (Polyimidfolie), auflaminiert.
Das Auflaminieren erfolgt beispielsweise unter Vakuum. Dazu
wird beispielsweise eine Vakuumpresse verwendet. Durch das
Auflaminieren unter Vakuum entsteht eine besonders feste und
innige Verbindung zwischen den Halbleiterbauelementen und der
Isolationsfolie bzw. zwischen dem Substrat und der
Isolationsfolie. Gegebenfalls folgt dem Auflaminieren ein
Temperaturbehandlungsschritt. Dies erhdoht eine Starke der
Verbindung zwischen der Isolationsfolie und den

Halbleiterbauelementen bzw. dem Substrat. Insbesondere bei
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Verwendung einer Leitpaste iUbernimmt die auflaminierte
Isolationsfolie die Positionierung und/oder die mechanische

Fixierung der Halbleiterbauelemente auf dem Substrat.

Nach dem Auflaminieren der Isolationsfolie werden die
elektrisch zu kontaktierenden Kontakte der
Halbleiterbauelemente freigelegt. Dazu wird beispielsweise
ein Photolithographieverfahren durchgefiihrt. Alternativ dazu
wird ein Laserablationsverfahren eingesetzt. Bei beiden
angegebenen Verfahren wird durch Materialabtrag ein Fenster
in der Isolationsfolie erzeugt. Der jeweilige Kontakt des
jeweiligen Halbleiterbauelements wird durch das Fenster
freigelegt. Nachfolgend wird elektrisch leitendes Material
auf dem Kontakt abgeschieden. Zur Bildung elektrischer
Leiterbahnen auf der Isolationsfolie wird das elektrisch
leitende Material auch auf der Isolationsfolie abgeschieden.
Das Abscheiden erfolgt aus einer Dampfphase und/oder
fliissigen Phase. Zum Abscheiden aus der Dampfphase wird
beispielsweise ein physikalisches (Physical Vapour
Deposition, PVD) oder ein chemischen (Chemical Vapour
Deposition, CVD) Dampfabscheideverfahren eingesetzt. Ein
Abscheiden aus der flissigen Phase erfolgt elektrolytisch. Es
wird ein elektrolytisches Abscheiden durchgefihrt. Einzelne
Verfahrensschritte koénnen dabei mehrmals durchgefithrt werden,
so dass bendétigte Schichtdicken erzeugt werden. Ebenso k&nnen
verschiedene Teilmetallisierungsschichten erzeugt werden, die
unterschiedliche Funktionen iibernehmen. Es resultiert ein
Mehrschichtaufbau auf mit iUbereinander angeordneten

Teilmetallisierungsschichten.

Um eine effiziente elektrische Isolierung mit Hilfe der
Isolationsfolie zu erzielen, wird eine dafiir notwendige
Folienstédrke (Foliendicke) der Isolationsfolie gewahlt. Die
notwendige Folienstdrke hangt von verschiedenen Faktoren ab,
beispielsweise vom Isolationsmaterial der Isolationsfolie
oder von der Art der Halbleiterbauelemente. So sind

Folienstdrken von wenigen pm bis einigen hundert pm denkbar.
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Um eine notwendige Isolationswirkung der Isolationsfolie zu
erzielen, kann eine einzige, mdglichst dicke Isolationsfolie
auflaminiert werden. Eine entsprechende Isolationswirkung
kann aber auch mit mehreren, libereinander gestapelten
Teilisolationsfolien erzielt werden. Die Isolationsfolie
weist einen Mehrschichtaufbau aus mindestens zweil
lbereinander angeordneten Teilisolationsfolien auf. Dadurch
ist es mbglich, eine effiziente Isolationswirkung auch bei
einer relativ niedrigeren Gesamtfolienstarke der

Isolationsfolie zu erzielen.

Gemal einer besonderen Ausgestaltung ist die Anordnung eine
Stromrichteranordnung mit einem Zwischenkreiskondensator und
der Zwischenkreiskondensator iiber die Versorgungsstromschiene
mit dem Halbleiterbauelement des Halbleitermoduls verbunden.
Der Stromrichter setzt sich aus verschiedenen Komponenten
(Bauelementen) zusammen. So weist der Stromrichter
beispielsweise mehrere Leistungskomponenten auf. Eine
Leistungskomponente des Stromrichters ist beispielsweise ein
Leistungsschalter, der aus mehreren
Leistungshalbleiterbauelementen zusammengesetzt ist. Eine
weitere Leistungskomponente des Stromrichters ist
beispielsweise ein Zwischenkreis bzw. ein Bestandteil des
Zwischenkreises. Der Bestandteil des Zwischenkreises ist
beispielsweise der Zwischenkreiskondensator. Je nach
Stromrichtertopologie ist der Zwischenkreiskondensator
unterschiedlich ausgestaltet. Beispielsweise ist der
Zwischenkreiskondensator ein Elektrolytkondensator. Denkbar
ist auch ein Zwischenkreiskondensator in Form eines
Mehrschichtkondensators. Der Mehrschichtkondensator kann als
separates Bauelement ausgefihrt sein. Denkbar ist
insbesondere auch, dass der Mehrschichtkondensator zusammen
mit der Stromschiene ein Leistungsteil des Stromrichters
bildet.
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Das Halbleitermodul und die elektrische Verschienung k&nnen

bleibend miteinander verbunden sein. Beispielsweise sind die

die elektrische Verschienung und das Halbleitermodul

miteinander verklebt oder verldtet. Beispielsweise wird ein

elektrisch zu kontaktierender Kontakt des
Halbleiterbauelements oder eine elektrische

Verbindungsleitung des Halbleitermoduls mit der

Versorgungsstromschiene verldtet oder verklebt. Das

Halbleitermodul und die elektrische Verschienung

1l6sbar miteinander verbunden sein. Dies bedeutet,

kbnnen auch

dass eine

Verbindung zwischen dem Halbleitermodul und der elektrischen

Verschienung bzw. zwischen einem der Kontakte eines

Halbleiterbauelements und der Versorgungsstromschiene

besteht, die zerstdrungsfrei geldst werden kann.

Verbindung ist beispielsweise durch einen Druck-,

Die l&sbare
Schraub-

oder Steckkontakt realisiert. Der Druckkontakt wird

beispielsweise mit Hilfe eines Federkontakts hergestellt.

In einer besonderen Ausgestaltung ist das Substrat des

Halbleitermoduls mit einer Kuhlvorrichtung thermisch leitend

verbunden. Die K#hlvorrichtung kann derart ausgestaltet sein,

dass ein Kiihlfluid am Substrat vorbeigeleitet wird. Wenn das

Substrat aus einem thermisch leitfdhigen Material besteht,

beispielsweise Aluminiumoxid oder Aluminiumnitrid, erfolgt

eine effiziente Warmeableitung von den

Leistungshalbleiterbauelementen iUber das Substrat zum
Kiihlfluid der Kihlvorrichtung. Das Substrat selbst ist dabei

Bestandteil der Kihlvorrichtung.

In einer besonderen Ausgestaltung ist die Kihlvorrichtung ein

KihlkoOrper. Beispielsweise ist das Substrat mit Hilfe eines

thermisch leitfdhigen Klebstoffs auf dem KiihlkOrper

aufgeklebt. Dadurch erfolgt eine effiziente Warmeableitung

von den Leistungshalbleiterbauelementen Uber das

Substrat und

Uber den Klebstoff hin zum Kihlkdérper. Der Kilhlkdrper ist

beispielsweise ein Aluminium- oder Kupferkdrper,

Kihlrippen ausgestattet ist.

der mit
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Das Halbleitermodul kann ein einziges Substrat mit mehreren
Halbleiterbauelementen aufweisen. Vorzugsweise sind mehrere
Versorgungsstromschienen zur elektrischen Kontaktierung der
Kontakte der Halbleiterbauelemente vorhanden. Dabei kann eine
Versorgungsstromschiene gleiche Kontakte mehrerer
Halbleiterbauelemente mit der notwendigen elektrischen
Spannung versorgen. Die Stromverschienung ist dabei derart
ausgelegt, dass ein flir den Betrieb der Halbleiterbauelemente
des Halbleitermoduls notwendiger Stromfluss gewdhrleistet

ist. Dies gilt insbesondere fiir ein Leistungshalbleitermodul.

In einer besonderen Ausgestaltung weist das Halbleitermodul
mehrere Substrate mit jeweils mindestens einem
Halbleiterbauelement mit einem Kontakt und mindestens einem
weiteren Kontakt auf, wobei die Kontakte der
Halbleiterbauelemente der Substrate mit einer
Versorgungsstromschiene der Verschienung kontaktiert sind und
die weiteren Kontakte der Halbleiterbauelemente und die
Versorgungsstromschiene mit Hilfe jeweils einer auf dem
jeweiligen Halbleiterbauelement angeordneten elektrischen
Isolationsfolie elektrisch voneinander isoliert sind. Mit
einer elektrischen Verschienung koénnen somit die elektrischen
Kontakte einer Vielzahl von Halbleiterbauelementen elektrisch
kontaktiert werden, die sich auf einer Vielzahl von

Substraten befinden koénnen.

Zusammenfassend ergeben sich mit der vorliegenden Erfindung

folgende wesentlichen Vorteile:

- Mit der Erfindung ist eine einfache und kompakte Anordnung
aus Halbleitermodul und elektrischer Verschienung

zugdnglich.

- Durch die Verwendung von Isolationsfolien kann auf eine
zusdtzliche Isolierung durch Silikonverguss verzichtet

werden.
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- Ein Gehduse zur Integration von elektrischen Anschliissen,
die mit einer externen elektrischen Verschienung verbunden

werden miissen, ist nicht notwendig.

Anhand mehrerer Ausfihrungsbeispiele und der dazugehdrigen
Figuren wird die Erfindung im Folgenden nadher beschrieben.
Die Figuren sind schematisch und stellen keine

maRstabsgetreuen Abbildungen dar.

Figur 1 zeigt eine Anordnung mit mindestens eines
Halbleitermoduls und einer elektrischen Verschienung

in einem seitlichen Querschnitt.

Figur 2 zeigt einen Ausschnitt der Anordnung gemall Figur 1.

Figur 3 zeigt einen welteren Ausschnitt der Anordnung gemal

Figur 1.

Figur 4 zeigt einen Ausschnitt einer weiteren Anordnung.

GemdlB dem ersten Ausfihrungsbeispiel liegt eine Anordnung 1
mit mehreren Halbleitermodulen 2 und einer elektrischen

Verschienung 3 vor.

Die elektrische Verschienung 3 weist einen Mehrschichtaufbau
auf. Die Verschienung 3 besteht aus einer
Versorgungsstromschiene 31, einer weiteren
Versorgungsstromschiene 32 und einer zwischen den
Versorgungsstromschienen 31 und 32 angeordneten
Isolationsschicht 33. Durch die Isolationsschicht 33 sind die
beiden Versorgungsstromschienen 31 und 32 elektrisch
voneinander isoliert. Sie kdnnen mit unterschiedlichen

elektrischen Potentialen beaufschlagt werden.

Die Halbleitermodule 2 sind Leistungshalbleitermodule 23

weisen Jjeweils ein Substrat 6 auf, auf dem jeweils mindestens
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ein Halbleiterbauelement 21 aufgebracht ist. Die
Halbleiterbauelemente 21 sind Leistungshalbleiterbauelemente
23 in Form von MOSFETs.

Die Substrate 6 der Leistungshalbleitermodule 23 sind DCB-
Substrate. Jedes der DCB-Substrate 6 besteht aus einer
Trdgerschicht 61 aus Aluminiumoxid und beidseitig
aufgebrachte elektrische Leistungsschichten 62 und 63 aus
Kupfer. Die Leitungsschicht 62, auf die die
Halbleiterbauelemente 22 aufgeldtet sind, ist zu

entsprechenden Leitungsbahnen strukturiert.

Jedes der Leistungshalbleiterbauelemente 22 ist derart
aufgelotet, dass eine vom Substrat 6 wegweisende
Kontaktflache 24 des Leitungshalbleiterbauelements 22
resultiert (Figur 3). Dazu sind die
Leistungshalbleiterbauelemente 22 iUber Jjeweils eine weiltere
Kontaktflache 27 eines weiteren Kontakts, beispielsweise des
Drain-Kontakts eines MOSFETs, auf die Leitungsschicht 62
aufgeldtet. In alternativen Ausfihrungsformen sind die
Leistungshalbleiterbauelemente 22 aufgeklebt, mittels
Niedertemperaturverbindungstechnik verbunden oder mittels
einer Leitpaste lediglich elektrisch kontaktiert, also nicht

mechanisch fixiert.

Zur groRflachigen, planaren elektrischen Kontaktierung der
Kontaktflache 24 des Leistungshalbleiterbauelements 22,
beispielsweise des Source-Kontakts eines MOSFETs, ist eine
Isolationsfolie 7 unter Vakuum auflaminiert. Die
Isolationsfolie 7 ist dabei derart auf dem Substrat 6 und dem
Leistungshalbleiterbauelementen 22 auflaminiert, dass eine
Oberfldchenkontur 25 des Leistungshalbleiterbauelements 22
und eine Oberflachenkontur 64 des Substrats 6 in einer
Oberflachenkontur 72 der Isolationsfolie 7 abgebildet ist,
die dem Substrat 6 und dem Leistungshalbleiterbauelement 22
abgekehrt ist. Bei Verwendung einer Leitpaste erfolgt die

mechanische Fixierung des Leistungshalbleiterbauelements 22
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auf dem Substrat 6 durch die auflaminierte Isolationsfolie 7.
Durch Offnen eines Fensters 71 in der Isolationsfolie 7 ist
der Kontakt bzw. die Kontaktflache 24 des
Leistungshalbleiterbauelements 22 freigelegt. Das Offnen des
Fensters 71 erfolgt durch Laserablation. Die planare
elektrische Kontaktierung der Kontaktflache 24 wird durch
eine mehrschichtige Abscheidung 26 von elektrisch leitendem

Material erzeugt.

Durch die planare Kontaktierung der
Leistungshalbleiterbauelemente 22 des
Leistungshalbleitermoduls 23 durch die Verwendung der
Isolationsfolie 7 ist gewdhrleistet, dass die Kontaktfldchen
24 der Leitungshalbleiterbauelemente 22 elektrisch mit Hilfe
einer Versorgungsstromschiene 31 der elektrischen
Verschienung 3 kontaktiert werden. Gleichzeitig sind die
weiteren Kontaktfldchen 27 der Leistungshalbleiterbauelemente
23 von der Versorgungsschiene 31 der elektrischen
Verschienung 3 elektrisch isoliert. Die weiteren
Kontaktflachen 27 sind mit einer weiteren
Versorgungsstromschiene 32 der elektrischen Verschienung 3
elektrisch kontaktiert. Zur kontrollierten elektrischen
Kontaktierung ist auf die Abscheidung 26 eine weitere
Isolationsfolie 8 auflaminiert. Die weitere Isolationsfolie 8
verfiigt Uber ein weiteres Fenster 81, durch die die
Kontaktierung der Abscheidung 26 mit der

Versorgungsstromschiene 31 erfolgt.

Zur elektrischen Kontaktierung der Kontaktflache 24 eines
Leistungshalbleiterbauelements 22 ist die
Versorgungsstromschiene 31 der elektrischen Verschienung 3
mit einer Kontaktstelle 28 des Leistungshalbleitermoduls
elektrisch leitend verbunden. Die Kontaktstelle 28 wird von
einer auf das Substrat 6 bzw. auf einer Leiterschicht 621 aus
Kupfer aufgebrachten elektrischen Verbindungsleitung 29
bereitgestellt. Die Leiterschicht 621 und die Leiterschicht

62, liber die der weitere Kontakt 27 des
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Leistungshalbleiterbauelements 22 kontaktiert ist, sind
elektrisch voneinander isoliert. Die Verbindungsleitung 29
weist die Metallabscheidung 26 zur elektrischen Kontaktierung
der Kontaktfldche 24 des Leistungshalbleiterbauelements 22
auf. Die Versorgungsstromschiene 31 und die
Verbindungsleitung 29 sind an der Kontaktstelle 28
miteinander verldétet (Figur 2). Alternativ dazu sind die
Versorgungsstromschiene 31 und die Verbindungsleitung mit
Hilfe eines l&sbaren Federkontakts 41 elektrisch leitend

miteinander verbunden (Figur 5).

Zur Kihlung der Anordnung 1 sind die
Leistungshalbleitermodule 23 auf einem gemeinsamen Kihlk&rper
4 aufgebracht. GemédB einer ersten Ausfihrungsform sind die
Leistungshalbleitermodule 23 Jjeweils iUber die weitere
Leitungsschicht 63 der DCB-Substrate 6 aufgeldtet. Alternativ
dazu sind die Leistungshalbleitermodule mit Hilfe eines

thermisch leitfadhigen Leitklebers auf dem Kihlkorper fixiert.

Gemdlh einem weiteren Ausfihrungsbeispiel ist die Anordnung 1
eine Stromrichteranordnung 11 (Figur 4). Die
Stromrichteranordnung weist neben den
Leistungshalbleitermodulen 23, mit deren Hilfe eine
Leistungsschaltung 12 realisiert ist, einen
Zwischenkreiskondensator 13 auf. Der Zwischenkreiskondensator
13 ist mit der Verschienung 3 verbunden und stellt zusammen
mit der Verschienung 3 ein Leistungsteil der
Stromrichteranordnung dar. Der Zwischenkreiskondensator 13

ist ein Mehrschichtkondensator.
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Patentanspriche

1. Anordnung (1) mindestens eines Halbleitermoduls (2, 23)
und mindestens einer elektrischen Verschienung (3),
wobeil

- das Halbleitermodul (2) mindestens ein Substrat (6) und
mindestens ein auf dem Substrat (6) angeordnetes
Halbleiterbauelement (21, 22) mit einem elektrischen
Kontakt (24) und mindestens einem weiteren elektrischen
Kontakt (27) aufweist,

- die Verschienung (3) mindestens eine
Versorgungsstromschiene (31) zum Bereitstellen einer
Versorgungsspannung fiir den Kontakt (24) des
Halbleiterbauelements (21) aufweist, und

- zur elektrischen Isolierung der Versorgungsstromschiene
(31) und des weiteren Kontakts (27) des
Halbleiterbauelements (21, 22) voneinander eine
elektrische Isolationsfolie (7) auf dem
Halbleiterbauelement (21, 22) und/oder auf der

Versorgungsstromschiene (31) angeordnet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei das
Halbleiterbauelement (21, 22) derart auf dem Substrat
(6) angeordnet ist, dass eine elektrische Kontaktflache
des Kontakts (24) dem Substrat (6) abgewandt ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobeil die
Isolationsfolie (7) derart auf dem Halbleiterbauelement
(22) und dem Substrat (6) aufgebracht ist, dass eine
Oberflachenkontur (25) des Halbleiterbauelements (21,
22) und/oder eine Oberfldchenkontur (64) des Substrats
(6) in einer Oberfldchenkontur (72) der Isolationsfolie
(7) abgebildet sind, die dem Halbleiterbauelement (21,
22) und/oder dem Substrat (6) abgekehrt ist.

4. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3, wobei die

Isolationsfolie (7) auf dem Halbleiterbauelement (21,
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22) und/oder auf der Versorgungsstromschiene (31)

auflaminiert ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei das
Halbleiterbauelement (21, 22) durch die Isolationsfolie
(7) auf dem Substrat (6) fixiert ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei das
Halbleitermodul (2) ein Leistungshalbleitermodul (23)
und das Halbleiterbauelement (21) ein aus der Gruppe
IGBT, Diode, MOSFET, Tyristor und/oder Bipolartransistor

ausgewahltes Leistungshalbleiterbauelement (22) sind.

Anordnung nach Anspruch 6, wobei die Anordnung (1) eine
Stromrichteranordnung (11) mit einem
Zwischenkreiskondensator (13) ist und der
Zwischenkreiskondensator (13) Uber die
Versorgungsstromschiene (31) mit dem
Leistungshalbleiterbauelement (22) des

Leistungshalbleitermoduls 23 verbunden ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei das
Halbleitermodul (2) und die Versorgungsstromschiene (31)

1l6sbar miteinander verbunden sind.

Anordnung nach einem der Anspriiche 2 bis 9, wobei das
Substrat (6) des Halbleitermoduls mit einer

Kihlvorrichtung (4) thermisch leitend verbunden ist.

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei

das Halbleitermodul (2) mehrere Substrate (6) mit
jeweils mindestens einem Halbleiterbauelement (21, 22)
mit einem Kontakt (24) und mindestens einem weiteren
Kontakt (27) aufweist,

die Kontakte (24) der Halbleiterbauelemente (21, 22) der
Substrate (6) mit einer Versorgungsstromschiene (31) der

Verschienung (3) kontaktiert sind und
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- die weiteren Kontakte (27) der Halbleiterbauelemente
(21, 22) und die Versorgungsstromschiene (31) mit Hilfe
jeweils einer auf dem jeweiligen Halbleiterbauelement
(21, 22) angeordneten elektrischen Isolationsfolie (7)

elektrisch voneinander isoliert sind.
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